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Beschr eibung 

Mikroelektronische Struktur und Verfahren zu dessen Herstei- 
lung 

Die Erf mdung liegt auf dem Gebiet der Halblei tertechnologie 
und betrifft eine mikroelektronische Struktur mit einem 
Grundsubs trat und wenigstens einer Barrierenschicht oberhalb 
des Grundsubs trat s sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung. 

Zur we iter en Erhohung der Speicher kapaz i tat von Halbleiter- 
speichern wird die Verwendung von Hoch - e - Dielektrxka 
{e > 20) oder f er roelektr ischen Dielektrika angestrebt. Die 
daftir bevorzugten Materialien erfordern bei ihrer Abscheidung 
und Kondi tionierung sauerstof fhaltige Atmospharen und Tempe- 
raturen bis zu 800°C. Bei diesen Bedingungen ist jedoch mit 
einer raschen Oxidation der bisher verwendeten Materialien 
fur Elektroden zu rechnen. Daher wurde die Verwendung oxida- 
tions res i s tenter Elektrodenmater ial ien vorgeschlagen . Ein 
prominenter Vertreter ist beispielsweise Platin. Bei Verwen- 
dung von Platin tritt jedoch das Problem auf, daft bei unmit- 
telbarem Kontakt von Platin mit Silizium bei den hohen Pro- 
zefl temperaturen storendes Platinsilizid gebildet wird. Auch 
kann Sauerstof f relativ leicht durch Platin hindurch dif fun- 
di er en und das darunter bef indliche Sil izium oxidieren . Aus 
diesen Gr linden ist eine Bar ri ere zwischen der Plat inelekt rode 
und einem mit Polysilizium gefullten Kontaktioch, das die 
Elektrode mit einem Auswahltransistor verbindet, notig. 

An die Barriere werden insbesondere folgende Anf orderungen 
gestellt. Sie mufl einerseits die S i 1 i z iumdi f f us ion vom Kon- 
taktioch zur Plat inelektrode verhindern und andererseits eine 
Sauers to f fdi f fusion vom Platin zum Kontaktioch unterbinden, 
um die elektrisch isolierende Oxidation von Silizium auszu- 
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schlieften. Daruber hinaus mufi die Barriere selbst bei den 
Prozeftbedingungen stabil bleiben. 

Ein moglicher Aufbau einer eingangs genannten mikroelektroni- 
schen Struktur in Form eines Elektrodenbarr ierensys terns ist 
beispielsweise in der US 5,581,439 beschrieben. Dort ist eine 
die Siliziumdif fusion behindernde Ti tannitr idschicht in einer 
Siliziumnitr idschicht vergraben, die zumindest die Titanni- 
tridschicht seitlich vor einer Oxidation schiitzt. Auf dem Si- 
liziumnitr idkragen sitzt ein Palladiumgrundkorper mit einem 
Platiniiber zug, die zusammen die Elektrode bilden. Gleichzei- 
tig soil zumindest durch das Palladium die Titanni tridschicht 
vor einer Oxidation bewahrt werden. 

Der Aufbau eines weiteren Elektrodenbarr ierensys terns mit an- 
deren Materialien wird dagegen in dem Fachartikel von J. Kudo 
et al., "A High Stability Electrode Technology for Stacked 
SrBi2Ta2C>9 Capacitors Applicable to Advanced Ferroelectric 
Memory'', I EDM 1997, S. 609 bis 612 beschrieben. Der dort of- 
fenbarte Aufbau bevorzugt eine Barriere aus Tantal-Sili zium- 
Nitrid, die von einer reinen Iridiumschicht und einer Iridi- 
umdioxidschicht uberdeckt ist. Die Tantal-Silizium- 
Nitridbarriere verhindert die Siliziumdif fusion, rouB jedoch 
selbst vor einer Oxidation geschutzt werden. Diese Aufgabe 
ubernehmen die Ir idiumdioxidschicht und die reine Iridium- 
schicht. Es hat sich jedoch gezeigt, daI5 bei hohen Temperatu- 
ren, insbesondere bei 800°C, die reine Iridiumschicht mit der 
Tantal-Sili zium-Ni tridbar ri ere elektrisch schlecht leitendes 
Iridiumsilizid bildet. 

Die gleichen Probleme treten auch bei dem von Saenger et al., 
"Buried, self-aligned barrier layer structures for 
perovski te-based memory devices comprising Pt or Ir bottom 
electrodes on silicon-contributing substrates", J. Appl. 
Phys . 83(2), 1998, S. 802-813, f avorisierten Aufbau auf. Aus 
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diesem Fachartikel kann entnommen werden, dafi sich aus reinem 
Iridium und Polysiiizium wahrend eines Ausheilschri tts in 
Stickstoff atmosphare em storendes Iridiumsiiizid bildet. 
Diese Siiizierung soli daher durch einen vorherigen 
5 Ausheilschritt in sauers to f fhal tiger Atmosphare durch 
vollstandige Oxidation des Iridiums verhindert werden. 
Ungunstigerweise ist dieser Ausheilschritt in 

sauerstof fhaltiger Atmosphare insbesondere hinsichtlich der 

Tief enoxidation des Iridiums nur schwer kontrol 1 ierbar , so 
10 daft es bei ungieichmaUiger Schichtdicke der Ir idiumschicht 

auch zu einer Oxidation des Pol ysiliziums kommen kann, 
0 wodurch der elektrische Kontakr zwischen dem Polysiiizium und 

dem Iridium unterbrochen wird. 

15 Die Verwendung einer abgeschi edenen reinen I r idiumschicht mit 
einer nachf olgenden Sauerstof fbehandlung ist ebenfalls in dem 
Fachartikel von Jeon et al . , "Thermal stability of 
Ir/polycrystalline-Si structure for bottom electrode of inte- 
grated ferroelectric capacitors", Appl . Phys . Lett. 71(4), 

20 1997, S. 467-469, offenbart. Die Verwendung von Ir idiumdioxid 
als Barriere ist dagegen in Cho et al., "Preparation and Cha- 
racterization of Iridium Oxide Thin Films Grown by DC Reacti- 
ve Sputtering", Jpn . J. Appl. Phys. 36, 1997, S. 1722-1727, 
^ 0 beschrieben. Die Verwendung eines Mehrschicht systems aus Pla- 

25 tin, Ruthenium und Rhenium ist dagegen aus Onishi et al . , "A 
New High Temperature Electrode-Barrier Technology On High 
Density Ferroelectric Capacitor Structure", I EDM 96, S. 699- 
702; Bhatt et al . , "Novel high temperature multilayer elec- 
trode-barrier structure for high-density ferroelectric memo- 

30 ries", Appl. Phys. Lett. 71(5), 1997, S. 719-721; Onishi et 
al., "High Temperature Barrier Electrode Technology for High 
Density Ferroelectric Memories with Stacked Capacitor Struc- 
ture", Electrochem. Soc. 145, 1998, S. 2563-2568; Aoyama et 
al., "Interfacial Layers between Si and Ru Films Deposited by 
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Sputtering in Ar/0 2 Mixture Ambient", Jpn . J. Appl. Phys . 37, 
1998, S. L242-L244 bekannt . 

Em weiterer Barr ierenansat z wird in der US 5,852,307 vorge- 
5 schlagen, der die Verwendung einer leicht oxidierten Rurheni- 
umschicht und einer Rutheniumdioxidschicht beschreibt. 

Bei all den vorbekannten Barr ierenschichten besteht jedoch 

die Gefahr, dafl diese bei den geforderten hohen Pro zeft tempe- 
10 raturen, insbesondere bei einem notwendigen Tempera turschr i tt 

zur Konditionierung der Hoch - e - Materialien bzw. der fer- 
^ roelektrischen Materialien, nicht mehr ausreichend stabil 

sind bzw. sich von ihrem Untergrund losen. 

15 Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine mikroelekt ronische 
Struktur zu benennen, die auch bei Temperaturen bis zu 800°C 
ausreichend stabil ist und liber haftfeste Bar r ierenschichten 
verfugen, sowie ein Verfahren zur Herstellung einer derarti- 
gen Struktur anzugeben. 

20 

Diese Aufgabe wird er f indungsgemaft bei einer mi kroelektroni- 
schen Struktur der eingangs genannten Art dadurch gelost, dafi> 
eine Haftschicht zwischen dem Grundsubstrat und der Barrie- 
renschicht angeordnet ist, wobei die Haftschicht wenigstens 
25 ein Material aus der Gruppe umfassend Titan, Zirkonium, Haf- 
nium, Cer, Tantal, Vanadium, Chrom, Niob, Tantalnitrid 
(TaN x ) , Titannitrid (TiN x ) , Tantalsilizidnitrid (TaSi x N y ) und 
Wolf ramsilizid (WSiJ enthalt. Insbesondere die genannten Ni- 
tride und Silizide konnen sowohl in stbchiometrischer oder 
30 nichtstochiometrischer Form vorliegen. 

Mitteis derartiger Haf tschichten kann die Barrierenschicht 
stabilisiert werden, so dafi diese eine ausreichende Haftung 
zu ihrem Untergrund, im allgemeinen zum Grundsubstrat, auf- 
35 weist. Erne ausreichende Haftung ist dadurch auch bei Tempe- 
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raturen bis zu 800°C gewahrleis te t . Bevorzugt sollte die 
Haftschicht voiistandig zwischen Barr ierenschicht und Grund- 
subsira: angeordnet sein, urn so eine emheitliche Materiai- 
grundlage fur die Bar r ierenschicht bereit zustellen . Dadurch 
5 wird die sichere Haftung der Earr ierenschicht auf unter- 
schiedlichen Materialien des Grundsubstrats gewahrleistet . 

Im allgememen besteht das Grundsubs trat zumindest teilweise 
aus einem isolierenden Material und weist zumindest eine Off- 

10 nung auf, die das isolierende Material des Grundsubstrats 

voiistandig durchsetzt. Diese Offnung ist mit wenigstens ei- 
^ ^ nem leitfahigen Material befliilt. Auf diesem leitfahigen Ma- ( 
terial ist bevorzugt unmittelbar die Haftschicht angeordnet. ( 
Die Offnung im isolierenden Material des Grundsubstrats 

15 stellt bevorzugt ein Kontaktloch dar, das bis zu einem mono- 
kristailinen Halbleitermateriai reicht. Damit umfafit das 
Grundsubstrat zumindest das Halbleitermateriai, das isolie- 
rende Material und die befullte Offnung darin, wobei das iso- 
lierende Material in Form einer Isolat ionsschicht auf dem 

20 Halbleitermateriai angeordnet ist. 

Der unmittelbare Kontakt zwischen der Bar r ierenschicht und 
dem leitfahigen Material wird in der Regel durch die Haft- 
^ ^ schicht bereitgestellt . Dies hat den Vorteil, daft die Barrie- 
25 renschicht durch das leitfahige Material chemisch nicht modi- 
fiziert wird und dadurch die Bar riereneigenschaf ten der Bar- 
rierenschicht erhalten bleiben. Sofern die Barr ierenschicht 
die Offnung im Grundsubstrat lateral uberdeckt ist es empfeh- 
lenswert, zumindest in gleichem Ausmaft die Haftschicht auszu- 
30 bilden, so dafl die Barr ierenschicht ausschliefilich auf der 
Haftschicht und nicht auf dem Grundsubstrat selbst sitzt. 

Bevorzugt ist die Offnung mit einem siliziumhaltigen Materi- 
al, beispielsweise Polysilizium oder einem Metallsilizid be- 
35 fullt. Die Offnung ist weiterhin bevorzugt mit zwei unter- 
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schiedlichen Materialien aufgefullt, wobei sich dabei bevor- 
zugt im unteren Bereich der Offnung Pol ysi 1 i z ium und im obe- 
ren Bereich eine Metallsilizidschicht befindet. Es ist eben- 
falls bevorzugt, die Offnung vollstandig mit Polysilizium 
5 oder einem anderen Material zu befullen und die Offnung mit 
einer Metallsilizidschicht zu bedecken. Als Metallsilizide 
werden bevorzugt Siiizide aus der Gruppe umfassend Yttriumsi- 
lizid, Titansilizid, Zirkonsilizid, Haf niumsilizid, Vanadium- 
silizid, Niobsilizid, Tantalsilizid, Chromsilizid, Molybdan- 

10 silizid, Wolf rams iiiz id, Eisensilizid, Cobaltsilizid, Nickel- 
silizid, Palladiumsiiizid, Platinsilizid und Kupf ersilizid 

t verwendet. Das Metall und das Silizium konnen dabei in unter- 
schiedlichen stochiometrischen Verhal tnissen vorliegen. Die 
verwendet en Me t al 1 s i 1 i zide konnen da ruber hinaus auch terna- 

15 rer Struktur sein und der allgemeinen Form MS iN geniigen, wo- 
bei M fur ein Metall und N fur Sticks toff steht . 

Das isolierende Material des Grundsubs trats besteht bevorzugt 
aus Siliziumoxid oder Siliziumnitrid Oder aus einer Schich- 
20 tenkombination dieser Materialien. 



Die Barrierenschicht weist bevorzugt eine sauerstof f haltige 
Iridiumschicht und ggf. zusatzlich eine Sauerstof fbarrieren- 

9 schicht auf. Die sauer s tof f hal t ige Iridiumschicht verhindert 

25 dabei eine Siliziumdif fusion aus dem in der Offnung befindli- 
chen siliziumhaltigen Material in die Sauerstof fbarrieren- 
schicht und in eventuell daruber angeordnete weitere Schich- 
ten. Zu diesem Zweck weist die sauerstof f halt ige Iridium- 
schicht einen gewissen Anteil an Sauerstoff auf, der die Bil- 

30 dung von Iridiumsilizid und damit die Weiterdi f fusion von Si- 
lizium verhindert. Weiterhin bleibt die Grenzf lache zwischen 
der sauerstof fhaltigen Iridiumschicht und dem siliziumhalti- 
gen Material auch bei Temperaturen zumindest bis 800°C wei- 
testgehend frei von Iridiumsilizid. Dies la/it sich beispiels- 

25 weise durch Wider standsmessungen an der sauerstof fhaltigen 
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Iridiumschicht nachweisen. Die Abwesenheit von Iridiumsilizid 
kommt beispielsweise in einem sehr geringen spezifischen Wi- 
derstand der sauerstof fhaltigen Iridiumschicht von kleiner 
als 100 uOhm*cm, bevorzugt sogar kleiner als 30 uOhm*cm zum 
5 Ausdruck. Bei Anwesenheit von Iridiumsilizid, das einen sehr 
hohen spezifischen Widerstand von etwa 6 ohm*cm aufweist, 
wurde der spezifische Widerstand der aus der siliziumhaltigen 
Schicht und der sauerstof fhaltigen Iridiumschicht gebildeten 
Struktur deutlich oberhalb von 100 uOhm*cm liegen. Der genn- 
10 ge elektrische Widerstand der mikroelektronischen Struktur 

ist insbesondere bei hochs t integr ierten Halbleiterbauelemen- 
C + teTlf i ns besondere bei Halbleiterspeichern mit S trukturgrdfien 
von 0,25 urn und darunter, von groBem Vorteil. 

15 Eine sauer stof f halt ige Iridiumschicht mit den oben beschrie- 
benen Eigenscha f t en laflt sich beispielsweise mittels eines 
Zerstaubungsverfahrens (Sputtern) in einer sauerstof fhaltigen 
Atmosphare mit geringem Sauerstof fanteil herstellen, wobei 
der Volumenanteil von Sauerstoff in der Atmosphare zwischen 
20 2,5 % und 15 % liegt. Durch den begrenzten Volumenanteil von 
Sauerstoff in der Atmosphare wird Sauerstoff auch nur bis zu 
einem gewissen Grad in die Iridiumschicht eingebaut, so dafi 
auch von einer anoxidierten Iridiumschicht gesprochen werden 
^ ^ kann. Bevorzugt liegt der Volumenanteil von Sauerstoff in der 
25 Atmosphare bei etwa 5 %. 

Es hat sich bei Versuchen gezeigt, dafi die bei einem Volumen- 
anteil von etwa 2,5% Sauerstoff hergestellten sauerstof fhal- 
tigen Iridiumschichten einer Silizierung noch wei testgehend 

30 widerstehen, wahrend sauerstof fhaltige Iridiumschichten, die 
in einer Atmosphare mit weniger als 2,5% Sauerstoff herge- 
stellt wurden bereits deutlich zu einer Silizierung neigen. 
Andererseits fuhrt eine sauerstof fhaltige Iridiumschicht, die 
bei einer Sauerstof f volumenkonzentration von maximal 15% ab- 

35 geschieden wurde, noch nicht zu einer stdrenden Oxidation der 
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unter der sauers tof f hal tigen Iridiumschicht befindlichen si- 
liziumhaltigen Schicht. 

Urn die Haf tf ahigkeit der sauersrcf f haltigen Iridiumschicht 
5 weiter zu verbessern, ist es gunstig, die sauerstof f haltige 
Iridiumschicht bei einer Temperatur von mindestens 250°C 
abzuscheiden. Grundsat zlich sollte die Abscheidetemperatur so 
hoch gewahlt werden, da 11 eine ausreichende Haftung zur 
Haftschicht und ggf . zum Grundsubstrat gewahrleistet ist, 
10 wobei dadurch eine Haf t f estigkeit von wenigstens 100 Kg/cm 2 
erreicht werden kann . 

Em weiterer Vorteil, die sauerstof fhaltige Iridiumschicht 
bei einer Temperatur von wenigstens 250°C abzuscheiden, 

15 besteht darin, dali ein weiterer Konditionierungschri t t zur 
Verbesserung der Haftung der sauers tof f hal tigen 
Iridiumschicht nicht notwendig ist. Sofern die 
Abscheidetemperatur nicht zu hoch gewahlt wird, 
beispielsweise zwischen 250°C und 400°C, werden bereits 

20 geschaffene Strukturen thermisch kaum belastet. 

Vorteilhaft besteht die Sauerstof fbarriere der Barrieren- 
schicht aus einem leitfahigen Metalloxid, wobei sich insbe- 
^ ^ sondere Ir idiumdioxid und Rutheniumdioxid als Metalloxid be- 
25 wahrt haben . Durch Verwendung dieser Metalloxide ist auch ei- 
ne gute Haftung der Sauersto f f barr ierenschicht auf der sauer- 
stof fhaltigen Iridiumschicht gewahrleistet . 

Es hat sich als gunstig herausges tellt , zumindest die Metall- 
30 siiizidschicht im isolierenden Material des Grundsubstrat zu 
vergraben und mit der Haftschicht zu bedecken. Dadurch wird 
das siliziumhaltige Material zumindest seitiich durch das 
Grundsubstrat vor einem Sauers tof fangri ff geschutzt. 
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Die sauerstof fhaltige I r idiumschicht weist bevorzugt eine 
Dicke von etwa 100 nm, guns t igerweise sogar von ecwa 20 bis 
50 nm, auf- Es wird angestrebt, die sauerstof fhaltige 
Iridiumschicht moglichst platzsparend und dunn auszubilden. 
5 Die in der mikroeiektronischen Struktur enthaitenen 
Barnerenschichten ( Sauerstof f barrier ens chicht , 

sauerstof fhaltige Iridiumschicht) sind vorteilhaf terweise von 
einer metallhal tigen Elektrodenschicht bedeckt. Insbescndere 
die Sauerstof f bar r ierenschicht soilte moglichst vollstandig 
10 von dieser Schicht uberzogen sein. Die metallhaltige 

Elektrodenschicht besteht bevorzugt aus einem Metall oder 
• einem Edelmetall (z.B. Platin, Ruthenium, Iridium, Palladium, 
Rhodium, Rhenium, Osmium) oder aus einem leitfahigen 
Metalloxid (MO x/ z.3. Rutheniumoxid, Osmiumoxid, Rhodiumoxid, 
15 Iridiumoxid, Rheniumoxid oder leitfahige Perowskite, z.B. 
SrRuO, oder (La, Sr)Co0 3 ) . Als Metall wird insbesondere 
Platin bevorzugt. Auf der metallhalt igen Elektrodenschicht 
befindet sich eine dielektr ische , f erroelekt r ische oder 
paraelektrische metalloxidhalt ige Schicht ( im weiteren 
20 dielektrische me tal loxidhal tige Schicht), die insbesondere 

bei einem Halblei t er speicher das Hoch - e - Dielektrikum bzw. 
das f erroelektrische Kondensatordielektr ikum darstellt. Fur 
die dielektrische metalloxidhal tige Schicht werden 
^ insbesondere Metalloxide der allgemeinen Formel ABO x oder DO x 
25 verwendet, wobei A insbesondere fur wenigstens ein Metall aus 
der Gruppe Strontium (Sr) , Wismut (Bi), Niob (Nb) , Blei (Pb), 
Zirkon (Zr), Lanthan (La), Lithium (Li), Kalium (K), Kalzium 
(Ca) und Barium (Ba) , B insbesondere fur wenigstens eine 
Metall aus der Gruppe Titan (Ti), Niob (Nb) , Ruthenium (Ru) , 
30 Magnesium (Mg) , Mangan (Mn) , Zirkon (Zr) oder Tantal (Ta), D 
fur Titan (Ti) oder Tantal (Ta) und O fur Sauerstoff steht. X 
kann zwischen 2 und 12 liegen. Diese Metalloxide weisen ]e 
nach Zusammensetzung dielektrische oder f erroelektrische 
Eigenschaf ten auf, wobei diese Eigenschaf ten gegebenenf alls 
erst nach einem Hochtemperaturschritt zur Knstallisation der 
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Metalloxide nachweisbar sind. Unter Umstanden liegen diese 
Materialien in polykristalliner Form vcr, wobei haufig 
perowskitahnliche Kristallstrukturen, Mischkristalle oder 
Supergitter beobachtet werden kdnnen . Grundsat zlich eignen 
sich alle perowskitahnlichen Meralloxide der allgemeinen Form 
ABO x zum Bilden der dielektr ischen metalloxidhalt igen 
Schicht. Dielektrische Materialien mit hohem e (s > 20) bzw. 
Materialien mit ferroelektr ischen Eigenschaf ten sind 
beispieisweise Bar ium-S trontium-Titanat (BST, Ba w .Sr x Ti0 3 ) / 
niobiumdotiertes Strontium-Wismut-Tantalat ( SBTN, 
Sr x Bi y (Ta z Nbi- z ) 0 3 ) , S t ront ium-Ti tanat (STO, SrTi0 3 ) , 
Strontium-Wismut-Tantalat (SBT, Sr x Bi y Ta 2 0 9 ) , Wismut-Titanat 
( BTO, Bi 4 Ti 3 0 12 ) / Blei-Zirkonat-Titanat (PZT, Pb ( Zr x Ti x - x ) 0 3 ) , 
Strontium-Niobat (SNO, Sr 2 Nb 2 07) , Kal ium-Ti tanat-Niobat (KTN) 
sowie Blei-Lanthan-Titanat (PLTO, (Pb, La) Ti0 3 ) . Als Hoch - e 
- Dielektrikum kommt daruber hinaus auch Tantaloxid (Ta 2 0 5 ) 
zur Anwendung. Im folgenden soli unter dielektrisch sowohl 
eine dielektrische, paraelektrische oder f erroeiektrische 
Schicht verstanden werden, so daft die dielektrische 
metalloxidhaltige Schicht dielektrische, paraelektrische oder 
f erroeiektrische Eigenschaf ten aufweisen kann. 

Bevorzugt wird die mikroelektronische Struktur in einer Halb- 
lei terspeichervorrichtung verwendet, die zumindest eine erste 
und eine zweite Elektrode und dazwischen eine metalloxidhal- 
tige Schicht aufweist, die zusammen einen Speicherkondensator 
bilden. Die erste Elektrode dieser Halblei terspeichervorrich- 
tung umfaftt dabei zumindest die sauerstof f hal tige Iridium- 
schicht und die Sauerstof fbarr ierenschicht , so daft die erste 
Elektrode neben einer optionalen Edelmetallschicht auch die 
no t wend igen Diffusionsbarrieren en t ha It. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausf lihrungsbei- 
spiels beschrieben und in Zeichnungen schematisch darge- 
stellt. Es zeigen: 
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Figuren la bis le einzelne Verf ahrensschritte zur Herstellung 

einer mikroelektronischen Struktur, 
Figuren 2a bis 2f weitere Verf ahrensschritte zur Herstellung 

einer mikroelektronischen Strukrur , 
Figur 3 eine mikroelektronische Struktur als Teil einer Halb- 

leiterspeichervorrichtung, 
Figur 4 den spezifischen Widerstand einer sauerstof f hal t igen 

Iridiumschicht in Abhangigkeit von der Tempera turbe- 

lastung und 

Figur 5 den spezifischen Widerstand einer sauerstof fhaltigen 
Iridiumschicht in Abhangigkeit vom Sauerstof fanteil 
in der Atmosphare bei der Abscheidung, und 

Figuren 6 und 7 Ergebnisse von Rbntgens truktunter suchungen an 
abgeschiedenen sauers to f fhaltigen Iridiumschicht en . 

Bei der Herstellung der mikroelektronischen Struktur wird bei 
einem ersten Aus f uhrungsbeispiel von einem Grundsubs t ra t 5 
mit einer Schicht aus Siliziumdioxid (beispielsweise durch 
eine Abscheidung unter Verwendung von Tetra-Ethyl-Ortho-Silan 
(TEOS) hergestellt) oder Siliziuirmitrid ausgegangen, das von 
einem mit Polysilizium 8 und mit einem Metallsilizid 9 ge- 
ftillten Kontaktloch (Offnung) 10 durchsetzt ist. Somit ist 
das Polysilizium und das Metallsilizid im Grundmater ial ver- 
graben. Als Metallsilizid werden insbesondere Silizide aus 
der Gruppe umfassend Yttriumsilizid, Titansilizid, Zirkonsi- 
lizid, Hafniumsilizid, Vanadiumsilizid, Niobsilizid, Tantal- 
silizid, Chromsilizid, Molybdansilizid, Wolf ramsilizid, Ei- 
sensilizid, Cobaltsilizid, Nickelsilizid, Palladiumsilizid, 
Platinsilizid und Kupf ersili zid verwendet. Es eignen sich je- 
doch auch ternare Metallsilizide der allgemeinen Form MSiN, 
wobei M fur em Metall und N fur Stickstoff steht. Besonders 
bevorzugt werden Wolfram-, Titan und Tantalsilizid. 
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Das gefullte Kontaktloch 10 schlielit bundig mit der Oberfla- 
che 15 des Grundsubs trats 5 ab . Dies wird beispielsweise 
durch einen geeigneten Pol ier schr i t t , beispielsweise durch 
chemisch-mechanisches Polieren (CMP), erreicht. Auf die Ober- 
flache 15 des Grundsubs trats 5 wird anschlieflend eine Haft- 
schicht 20 mit einer Starke zwischen 10 und 100 run abgeschie- 
den. Ais Materiaiien fur die Haftschicht 20 eignen sich ins- 
besondere die Materiaiien Titan, Zirkonium, Hafnium, Cer, 
Tantal, Vanadium, Chrom, Niob, Tantalnitrid (TaN) , Titanni- 
trid (TiN), Tantalsilizidnitrid (TaSiN) oder Wolf ramsilizid 
(WSi) . Diese dienen der Haf tverbesserung zu der nachfolgend 
auf zubringenden sauerstof fhaltigen Ir idiumschicht 25 . 



Durch die Haftschicht 20 wird insbesondere die Haftung zwi- 
15 schen dem Grundsubs t rat 5, insbesondere zu dem isolierenden 
Material des Grundsubs trats 5, und der auf zubringenden Bar- 
rierenschicht verbessert. Dadurch laflt sich ein Losen der 
Barrierenschicht vom isolierenden Material verhindern und da- 
durch die gesamte mikroelektronische Struktur stabilisieren . 

20 

Bevorzugt wird die Haftschicht 20 durch einen Sputt erpro zeft 
oder durch ein CVD-Ver f ahren aufgebracht. Geeignete CVD- 
Verfahren sind beispielsweise in T. Kodas und M. Hampden- 
^ ^ Smith: "Chemistry of Metal CVD", VCH-Weinheim (1994) offen- 
25 bart. 

Auf die Haftschicht 20 wird anschlieftend eine sauerstof fhal- 
tige Iridiumschicht 25 durch reaktives Sputtern von Iridium 
aufgetragen. Dies erfolgt bei einem Druck zwischen 0,005 und 
30 0,02 mbar, bevorzugt bei 0,015 rabar sowie in einem Sauer- 
stof f -Argon-Gemisch, wobei der Volumenanteil des Sauerstoffs 



zwischen 2,5 % und 15 %, bevorzugt bei 5 % 
(2,5 % < 02/(02 + Ar) < 15 %) . Nach einem Sput terpro zefi von 
etwa 100 sec hat sich eine etwa 50 bis 150 run Dicke sauer- 
stcffhaltige Iridiumschicht 25 gebildet, die die Haftschicht 
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20 vollstandig bedeckt. Die abgeschiedene sauerstof fhalt ige 
Iridiumschicht 25 ist auch bei sehr hohen Temperatur en sehr 
stabil una weist eine gute Haftung zur Haftschicht 20 auf. 

5 Bevorzugt werden die sauerstof fhalt ige Iridiumschicht 25 und 
die Haftschicht 20 anisctrop geatzt, wobei die beiden Schich- 
ten nach dem Atzen das Kontaktioch 10 weiterhin seitlich 
leicht uberragen sollen, urn das darin befindliche Polysilizi- 
um und Metallsilizid vollstandig zu uberdecken. Die so erhal- 
10 tene Struktur ist in Figur lb gezeigt. 

*0 In einem weiteren Ver f ahrensschritt gemafl Figur lc wird eine 
etwa 100 run dicke Sauerstof fbar rier enschicht 30 aus Iridium- 
dioxid auf die sauerstof fhaltige Iridiumschicht 25 und das 
15 Grundsubstrat 5 aufgetragen und unter Verwendung einer Maske 
anisotrop geatzt. Dabei ist bevorzugt darauf zu achten, daft 
die Iridiumdioxidschicht 30 die sauerstof fhaltige Iridium- 
schicht 25 und die Haftschicht 20 auch an ihren Seitenberei- 
chen 32 vollstandig uberdeckt. Dadurch wird ein vollstandiger 
20 Schutz der sauerstof fhaltigen Iridiumschicht 25 und der Haft- 
schicht 20 vor einem Sauerstof fangriff gewahr leiste t sowie 
ein Kontakt zwischen der sauerstof fhaltigen Iridiumschicht 25 
und einer nachfolgend auf zubr ingenden Edelmetallschicht 35 

^ aus Platin unterbunden. Durch die Trennung der sauerstof fhal- 
25 tigen Iridiumschicht 25 von der Plat inschicht 35 soil insbe- 
sondere die Ausbildung einer Platin-Iridium-Legierung unter- 
bunden werden, die moglicherweise zu ungunstigen Grenzfla- 
cheneigenschaf ten der Platinschicht 35 fuhren konnte . 

30 Auf die in Figur Id dargestellte Edelmetallschicht 35, die 

optional auch aus Ruthenium bestehen kann, wird eine Stront i- 
um-Wismut-Tantalat-Schicht (SBT) 40 durch ein me tal lorgani- 
sches CVD-Verf ahren oder ein MOD-Ver f ahren (z.B. Spin-on Ver- 
fahren) unter Verwendung von Beta-Diketonat en abgeschieden . 

35 Dies erfolgt bevorzugt bei Temperaturen zwischen 300 und 
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800°C sowie insbesondere beim MOCVD-Ver f ahren in sauerstoff- 
haltiger Atmosphare, urn die Strontium- und Wismut-Beta- 
Diketonate zu oxidieren. Abschlieflend wird eme weitere Edel- 
metalischicht 45 aus Platin ganzflachig aufgetragen. Die SBT- 
5 Schichr 40 bildet bei diesem Aus fiihrungsbei spiel die dielek- 
trische metal loxidhaltige Schicht. 

Verfahrensschritte zur Herstellung einer mikroelektronischen 
Struktur mit einer Metallsilizidschicht auf dem Grundsubst rat 

10 gemali einem weiteren Aus f uhrungsbeispiel sind in den Figuren 
2a bis 2f dargestellt. Auch hier wird von einem Grundsubs trat 
^ # 5 ausgegangen, das optional auch aus zwei Schichten aufgebaut 
sein kann. Dazu besteht das Grundsubs trat 5 aus einer unteren 
Siliziumdioxidschicht 50 mit daruber befindlicher Siliziumni- 

15 trid oder TEOS-Schicht 55. Das Grundsubs trat 5 weist weiter- 
hin ein Kontaktloch 10 auf, das bis zur Oberflache 15 des 
Grundsubstrats 5 mit Polysilizium gefullt ist. Auf diese in 
Figur 2a dargestellte Struktur wird zunachst nach Reinigung 
mit FluBsaure eine Platin-, Titan- oder Kobaltsil izidschicht 

20 mit einer Dicke zwischen 30 und 100 nm aufgetragen. 

Nachfolgend werden auf die Metallsilizidschicht 9 die Haft- 
schicht 20 und die sauerstof f haltigen Ir idiumschicht 25 in 
^ 01 einer Materialstarke zwischen 50 und 150 nm aufgetragen. 



25 



30 



Urn die Haftung zwischen der sauersto ff haltigen Ir idiumschicht 
25 und der Haftschicht 9 weiter zu verbessern, empfiehlt es 
sich, das Grundsubs trat 5 bei der Abscheidung der sauerstoff- 
haltigen Iridiumschicht 25 auf mindestens 250°C zu erwarmen. 
Giinstig ist beispielsweise eine Temperatur bei etwa 300°C. 
Bei erhbhter Temperatur verbessert sich daruber hinaus auch 
die Haftung der sauerstof f haltigen I r idiumschicht auf der 
Haftschicht 20. 



GR 9 9 P 537 4 D: 




10 



15 

Bevorzugt werden die sauerstof f haltige Iridiumschicht 25, die 
Haftschicht 20 und die Metallsilizidschicht 9 gemeinsam ani- 
sotrop geatzt, wodurch ein Schichtens tapel oberhalb des Kon- 
taktlochs 10 gebildet wird. 

Nachfoigend wird die Sauerstof fbarrierenschicht 30 aus Iridi- 
umdioxid aufgetragen und struktur iert , wobei der Schichten- 
stapel aus sauerstof fhaltiger Iridiumschicht 25, Haftschicht 
20 und Metallsilizidschicht 9 vollstandig von dieser Schicht 
bedeckt wird. Danach werden noch die Edelmetallschicht 35, 
die dielektrische metalloxidhalt ige Schicht 40 sowie die wei- 
tere Edelmetallschicht 45 aufgetragen und geeignet struktu- 
riert . 



15 Daran schlieftt sich ein Hochtemperaturausheilschritt (z.B. 

Ferroaneal) in sauerstof fhaltiger Atmosphare zur Auskristal- 
lisation der dielektr ischen metalloxidhalt igen Schicht 40 an. 
Insbescndere bei der Verwendung von SBT als dielektrische me- 
talloxidhaltige Schicht 40 muli diese Behandlung bei 800°C fur 

20 etwa 1 Stunde durchgefuhrt werden. Wahrend dieser Behandlung 
soli das SBT vollstandig auskristallisieren, urn somit eine 
mdglichst hohe remanente Polarisation der SBT-Schicht 40 zu 
erreichen. Optional kann der Hochtemperaturausheilschritt 
^ ^ auch vor Abscheidung der weiteren Edelmetallschicht 45 erfol- 

25 gen. 

Eine Halbleiterspeichervorrichtung, die die er f indungsgemafte 
mikroelektronische Struktur enthalt, ist in Figur 3 darge- 
stellt. Diese Einrichtung umfaflt einen Auswahltransistor 70 

30 und einen Speicher kondensator 75. Der Auswahltransistor 70 
weist zwei voneinander getrennte dotierte Gebiete 80 und 85 
in einem einkr is tal linen Si 1 i ziumsubs trat 90 auf, die ein 
Source- und ein Draingebiet (80, 85) des Auswahl trans i s tors 
70 darstellen. Auf dem siliziumsubstrat 90 zwischen den bei- 

35 den dotierten Gebieten 80 und 85 ist die Gateelektrode 95 mit 
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untergelegtem Gatedielektr ikum 100 angeordnet. Die Gateelek- 
trode 95 und das Gatedielektr ikum 100 sind von seitlichen 
Isolationsstegen 105 sowie oberen Isolationsschichten 110 um- 
geben. Die gesamte Struktur ist vom Grundsubs tr a t 5 vollstan- 
5 dig bedeckt. Durch das Grundsubs trat 5 reicht ein Kontaktloch 
10 bis zu dem dotierten Gebiet 85, wodurch der auf dem Grund- 
substrat 5 sitzende Speicherkondensator 75 mit dem Auswahl- 
transistor verbunden ist. 

10 Der Speicherkondensator 75 besteht seinerseits aus einer un- 
teren Elektrode 115, einem Kondensatordielektr i kum 40 sowie 
einer oberen Elektrode 45. Die untere Elektrode 115 umfaftt 
vorliegenden Ausf uhrungsbeispiel eine Platinschicht 35, eine 
Iridiumdioxidschicht 30, eine s auer s to f fhal t ige Iridium- 
15 schicht 25 sowie eine Haftschicht 20. Die untere Elektrode 
115 ist somit mehriagig aufgebaut und umfaftt auch alle not- 
wendigen Barr ierenschichten zum Schutz des im Kontaktloch 10 
befindlichen Polysiiiziums 8 vor einer Oxidation sowie zum 
Schutz vor einer ungewollten Siliziumdif fusion . 

20 

Die sauerstof fhaltige Iridiumschicht 25 ist durch einen sehr 
geringen spezifischen Widerstand charakterisierbar . Dies ist 
beispielsweise in Figur 4 dargestellt, die Mefikurven von an- 
oxidiertem Iridium ( sauerstof fhal tige Iridiumschicht mit 
25 Ir(O) gekennzeichnet ) auf unterschiedlichen siliziumhaltigen 
Schichten zeigt. Dazu wurde anoxidiertes Iridium auf Polysi- 
lizium, Titansilizid bzw. Platinsilizid in einer 5 %igen Sau- 
erstof fatmosphare abgeschieden und nachfolgend fur etwa 1 H 
Stunden bei unterschiedlichen Temperaturen behandelt. Der 
30 spezifische Widerstand ist im Temperaturbereich zwischen 

Raumtemperatur und 800°C stets kleiner als 20 yiOhm*cm, bei 
anoxidiertem Iridium auf Platinsilizid sogar deutlich unter 
10 iaOhm*cm. 



10 



20 
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Die Abhangigkeit des spezif ischen Widers tands vom Sauerstoff- 
gehalt der Atmosphare beim Abscheiden der anoxidierten Iridi- 
•jmschicht 1st in Figur 5 gezeigt. Deutlich erkennbar ist em 
starker Abfall des spezifischen Widerstands zwischen 2 und 2 
% % Volumenanteil des Sauerstoffs. Weiterhin ist erkennbar, 
dali bei einer nachtraglichen Temperaturbehandlung bei relativ 
hohen Temperaturen zwischen 650 und 800°C sogar mit einem 
weiteren Riickgang des spezifischen Widerstands zu rechnen 



ist . 



In Figuren 6 und 7 sind Ergebnisse von Rontgenstrukturanaiy- 
sen abgeschiedener sauerstof f haltiger Iridiumschichten auf 
Polysilizium dargestellt. Figur 6 zeigt Ergebnisse, die un- 
mittelbar nach Abscheidung der sauer stof f hal t igen Iridium- 
schicht gewonnen wurden, hingegen sind in Figur 7 die nach 
Temperung bei 700°C in St ickstoff atmosphare gewonnenen Ergeb- 
nisse aufgetragen. Deutlich entnehmbar ist durch Vergleich 
der Figuren 6 und 7, dafi bei sauerstof fhaltigen Iridium- 
schichten, die bei einem Sauerstof fgehalt von mindestens 2,5% 
abgeschieden wurden, keine S i li zidbi ldung wahrend einer 
Hochtemperaturbehandlung auf tritt . 



Die sauerstof fhaltige Iridiumschicht ist weiterhin auch durch 
ihren relativ geringen Sauerstof fgehalt charakterisierbar . 
25 Die stochiometrischen Verhaltnisse der sauerstof fhaltigen 
Iridiumschicht weichen deutlich von denen einer Iridiumdi- 
oxidschicht (Ir0 2 ) ab . Dies auBerst sich z.B. darin, dali in 
der sauerstof fhaltigen Iridiumschicht mehr Iridium als Sauer- 
stoff enthalten ist. 



30 
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Patentanspriiche 

i. Mikroelektronische Struktur mi: 

einem Grundsubstrat (5) ; und 
- wenigstens einer Barnerenschicht (25, 30) oberhalb des 

Grundsubstrats (5) ; 
dadurch gekennzeichnet, daft 

eine Haftschicht (20) zwischen dem Grundsubstrat (5) und der 
Barrierenschicht (25, 30) angeordnet ist, wobei die Haft- 
schicht (20) wenigstens em Material aus der Gruppe umfassend 
Titan, Zirkonium, Hafnium, Cer, Tantal, Vanadium, Chrom, Ni- 
ob, Tantalnitrid, Titannitrid, Tantalsilizidnitrid und Wolf- 
ramsilizid enthalt. 

2. Mikroelektronische Struktur nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

das Grundsubstrat (5) zumindest teilweise aus einem isolie- 
renden Material (50, 55) besteht und zumindest eine Offnung 
(10) aufweist, die das isolierende Material (50, 55) des 
Grundsubstrats (5) vollstandig durchsetzt und mit wenigstens 
einem leitfahigen Material (8, 9) befullt ist, und daft die 
Haftschicht (20) unmittelbar auf dem leitfahigen Material (8, 
9) sitzt. 

3. Mikroelektronische Struktur nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die Haftschicht (20) zusatzlich unmittelbar auf dem isolie- 
renden Material (50, 55) des Grundsubstrats sitzt. 

4. Mikroelektronische Struktur nach Anspruch 2 Oder 3, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

das isolierende Material (50, 55) des Grundsubstrats (5) aus 
Siliziumni trid oder Siiiziumoxid besteht. 
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5. Mikroelektronische Struktur nach einem der vorherigen An- 
spruche , 

dadurch gekennzeichnet, daft 

die Barrierenschicht (25, 30) erne sauerstof f haltige Iridium- 
schicht (25) aufweist, die mitt els eines Zer s t aubungsver f ah- 
rens (Sputtern) in einer sauerstof fhaltigen Atmosphare bei 
einer Temperatur von mindestens 250°C herstellbar ist, wobei 
der Volumenanteil von Sauerstoff in der Atmosphare zwischen 
2.5 % und 15 % liegt. 

6. Mikroelektronische Struktur nach einem der vorherigen An- 
spruche , 

dadurch gekennzeichnet, daft 

die Barrierenschicht (25, 30) erne Sauerstof f bar r i er enschicht 
(30) aufweist. 

7. Mikroelektronische Struktur nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

die Sauerstof f barrierenschicht (30) aus einem ieitfahigen Me- 
talloxid besteht. 

8. Mikroelektronische Struktur nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

das leitfahige Metalloxid aus Iridiumdioxid oder Rutheniumdi- 
oxid besteht . 

9. Mikroelektronische Struktur nach einem der vorherigen An- 
spriiche, 

dadurch gekennzeichnet, daft 

eine metallhal t ige Elektrodenschicht (35) die Sauerstof fbar- 
rier enschicht (30) bedeckt . 

10. Mikroelektronische Struktur nach einem der Anspruche 1 
bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, daft 
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die Haftschicht (20) unmittelbar auf der Offnung (10) im 
Grundsubstrat (5) und teilweise auf dem isolierenden Material 
(50, 55) des Grundsubs trats (5) sitzt. 

11. Mikroelektronische Struktur nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, daft 

das leitfahige Material (8, 9) in der Offnung (10) des Grund- 
substrats (5) zumindest im Kontaktbereich zur Haftschicht 
aus wenigstens einem Metallsilizid besteht. 



.0 



/ n n \ 



12. Mikroelektronische Struktur nach einem der Anspriiche 1 
bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, daft 

unmittelbar zwischen der Haftschicht (20) und der Offnung 
15 (10) eine Metallsilizidschicht (9) auf dem Grundsubstrat (5) 
angeordnet ist. 

13. Mikroelektronische Struktur nach einem der Anspriiche 11 
oder 12, 

20 dadurch gekennzeichnet, daft 

die Metallsilizidschicht (9) wenigstens ein Silizid aus der 
Gruppe Yttriumsilizid, Ti tansili zid, Zirkonsilizid, Hafnium- 
silizid, Vanadiumsilizid, Niobsilizid, Tantalsilizid, Chrom- 
silizid, Molybdansilizid, Wolf ramsilizid, Eisensilizid, 
25 Ccbaltsilizid, Nickelsilizid, Palladiumsilizid, Platinsilizid 
und Kupf ersilizid enthalt. 

14. Mikroelektronische Struktur nach einem der Anspriiche 9 
bis 13, 

30 dadurch gekennzeichnet, daft 

die metallhaltige Elektrodenschicht (35) von einer dielek- 
trischen, f erroelektrischen oder paraelektrischen metalioxid- 
haltigen Schicht (40) bedeckt ist. 

35 15. Mikroelektronische Struktur mit 
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einem Grundsubstrat (5), das zumindest teilweise aus ei- 
nem isolierenden Material (50, 55) besteht und in dem ei- 
ne rait wenigstens einem leitfahigen Material (8, 9) be- 
fullte Offnung (10) angeordnet ist, die das isolierende 
5 Material (50, 55) des Grundsubstrats (5) vollstandig 

durchsetzt, wobei das leitfahige Material (8, 9) bundig 
mit dem isolierenden Material (50, 55) abschlieftt ; 
einer Barr ierenschicht (25, 30) auf dem Grundsubstrat 
(5) , die aus einer Iridiumdioxidschicht (30) und einer 
10 sauerstof fhaltigen Iridiumschicht (25) besteht, wobei die 

sauerstoffhaltige Iridiumschicht (25) mittels eines Zer- 
staubungsverfahrens (Sputtern) in einer sauerstof fhalti- 
gen Atmosphare bei einer Temperatur von mindestens 250°C 
herstellbar ist, und der Vc lumenanteil von Sauerstoff in 
15 der sauerstof fhaltigen Atmosphare zwischen 2.5 % und 15 % 

liegt ; 

einer Haftschicht (20) oberhalb der Offnung (10) unmit- 
telbar zwischen dem Grundsubstrat (5) und der Barrieren- 
schicht (25, 30), wobei die Haftschicht (20) wenigstens 
20 ein Material aus der Gruppe umfassend Titan, Zirkonium, 

Hafnium, Cer, Tantal, Vanadium, Chrom, Niob, Tantalni- 
trid, Titannitrid, Tantalsilizidnitrid und Wolf ramsilizid 

•enthalt; und 
einer Edelmetallschicht (35) auf der Barrierenschicht 

25 (25, 30) . 

16. Mikroelektronische Struktur mit 

einem Grundsubstrat (5), das zumindest teilweise aus ei- 
nem isolierenden Material (50, 55) besteht und in dem ei- 
30 ne mit wenigstens einem leitfahigen Material (8) befiillte 

Offnung (10) angeordnet ist, die das isolierende Material 
(50, 55) des Grundsubstrats (5) vollstandig durchsetzt, 
wobei das leitfahige Material (8) bundig mit dem isolie- 
renden Material (50, 55) abschlieflt; 



GR 99 P 5374 V. 



22 

einer Metallsilizidschicht (9) oberhalb der Offnung (10) 
unmittelbar auf dem Grundsubs trat (5); 

einer Barr ierenschicht (25, 30), die oberhalb der Metall- 
silizidschicht (9) angeordnet ist und die aus einer Iri- 
diumdioxidschicht (30) und einer sauers toff halt igen Iri- 
diumschicht (25) besteht, wobei die sauerstof f hal tige 
Iridiumschicht (25) mittels eines Zerst aubungs ver f ahr ens 
(Sputtern) in einer sauerstof fhaltigen Atmosphare bei ei- 
ner Temperatur von mindestens 250°C herstellbar ist, und 
der Volumenanteil von Sauerstoff in der sauers tof fhalti- 
gen Atmosphare zwischen 2.5 % und 15 % liegt; 
einer Haftschicht (20) unmittelbar zwischen der Metallsi- 
lizidschicht (9) und der Bar r ierenschicht (25, 30) , wobei 
die Haftschicht (20) wenigstens ein Material aus der 
Gruppe umfassend Titan, Zirkonium, Hafnium, Cer, Tantal, 
Vanadium, Chrom, Niob, Tantalnitrid, Titannitrid, Tantal- 
silizidnitrid und Wolf ramsilizid enthalt; und 
einer Edeimetallschicht (35) auf der Barr ierenschicht 
(25, 30) . 

17. Verfahren zur Herstellung einer mikroelektronischen 
Struktur mit 

einem Grundsubs trat (5) ; 

wenigstens einer Barrierenschicht (25, 30) oberhalb des 
Grundsubstrats (5) ; und 

einer Haftschicht (20) zwischen dem Grundsubs trat (5) und 
der Barrierenschicht (25, 30), wobei die Haftschicht (20) 
wenigstens ein Material aus der Gruppe umfassend Titan, 
Zirkonium, Hafnium, Cer, Tantal, Vanadium, Chrom, Niob, 
Tantalnitrid, Titannitrid, Tantalsilizidnitrid und Wolf- 
rams i li z id enthalt , 
gekennzeichnet durch die Schritte: 
Bereitstellen des Grundsubstrats (5) ; 

Aufbringen der Haftschicht (20) auf das Grundsubs trat 
(5) ; und 
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- Aufbringen der Barrierenschicht (25, 30) auf die Haft- 
schichc (20) . 

13. Verfahren nach Anspruch 17, 
5 dadurch gekennzeichnet, dali 

die Haftschicht (20) mittels eines Sputterver f ahrens aufge- 
bracht wird. 




19. Verfahren nach Anspruch 17, 

10 dadurch gekennzeichnet, dafi. 

die Haftschicht (20) mittels ernes CVD-Verf ahrens aufgebracht 

wird . 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 19, 
15 dadurch gekennzeichnet, daft 

die Barrierenschicht (25, 30) eine sauerstof fhaltige Iridium- 
schicht (25) aufweist, die mittels eines Zerstaubungsver f ah- 
rens (Sputtern) in einer sauerstof fhaltigen Atmosphare bei 
einer Temperatur von mindestens 250°C aufgebracht wird, wobei 
20 der Volumenanteil von Sauerstoff in der Atmosphare zwischen 
2.5 % und 15 % liegt. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, dafl 
25 die Barrierenschicht (25, 30) zusatzlich zur sauerstof fhalti- 
gen Iridiumschicht (25) eine Iridiumdioxidschicht (30) auf- 
weist, die auf die sauerstof fhaltige Iridiumschicht (25) auf- 
gebracht wird. 

30 22. Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 21, 
dadurch gekennzeichnet, dafl 

auf die Barrierenschicht (25, 30) eine metallhaltige Elektro- 
denschicht (35) und auf diese eine dielektrische, ferroelek- 
trische oder paraelektr ische metalloxidhalt igen Schicht (40) 
35 aufgebracht wird. 
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Zusammenf as sung 
Mikroelektronische Struktur 

Es wird eine mikroelektronische Struktur vorgeschlagen, bei 
der sich zwischen einem Grundsubstrat (5) und einer Barrie- 
renschicht (25, 30) eine Haftschicht (20) befindet. Diese 
verbessert die Haftung der Barriere auf dem Grundsubstrat 
insbesondere zu dort befindlichen Isolat ionsschichten . Derar- 
tige mikroelektronische Strukturen werden bevorzugt in Halb- 
lei terspeichern verwendet. 



Figur le 
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Bezugszeichenliste 



5 Grundsubstrat 

8 Polys iliziumschicht 

9 Metallsilizidschicht 

10 Kontaktloch/Of fnung 

15 Oberflache des Grundsubs trats 

20 Haftschicht 

2 5 sauerstof f hal tige Iridiumschicht 

30 Sauerstof f bar rierenschicht/ I ridiumdioxidschicht 

^ ^ 32 Sei tenbereiche 

3 5 Edelmetallschicht/Platinschicht /metal lhaltige 

Elektrodenschicht 

40 dielektrische me tal loxidhal t ige Schicht/ SBT-Schicht 

45 weitere Edelmetallschicht/Plat inschicht 

5 0 Sili ziumoxidschicht 

55 TEOS-Schicht/Siliziumnitridschicht 

65 Metallsilizid 

7 o Auswahltr ansis tor 

75 Speicherkondensator 

80/85 dotierte Gebiete 

9 0 Sili ziumsubstrat 

^0 ^ 95 Gateelektrode 

100 Gatedielektrikum 

105 seitliche I solat ionsstege 

110 Isolations schicht 

115 untere Elektrode 
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